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Wielowarstwowy rezystor, zwlaszcza dla ukiadéw mikroelektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest rezystor przeznaczony zwiaszcza dla ukiadé6w mikroelektronicznych.

Znane rezystory stosowanc w ukiadach elektronicznych zar6wno w postaci dyskretne;j jak i scalonej po-
siadajq konstrukcj¢ jednowarstwowg najczesciej w postaci paska o ksztalcie prostopadio$cianu lub cienkiej
warstwy wykonanej z metali, stopéw lub innych materialéw rezystywnych.

Znanc s3 réwniez wiclowarstwowe rezystory dla uktadéw mikroelektronicznych, ziozone z co najmniej
jednej warstwy rezystywnej natozonej na podiozuizolacyjnym, na ktéra to warstwe rezystywna jest nafozona
jedna lub kilka warstw przewodzgcych, w celu uzyskania dobrego przewodnictwa elektrycznego koficowek
przylaczeniowych rezystora.

Rezystory te charakteryzujg si¢ rezystancja wprost proporcjonalng do diugosci rezystora.

Wiasciwoé¢ ta powoduje niedogodno$é w zastosowaniu zwlaszcza w ukiadach mikroelektronicznych, W
celu bowiem uzyskania duzych i corazwi¢kszych rezystencji nalezy zwigksza¢ dhugosé rezystoréw. Ogranicza
to mozliwoéci miniaturyzacyjne i pogarsza wilasciwosci elektryczne rezystorow.

Istot¢ wynalazku stanowi rezystor skfadajacy si¢ zdwéch warstw przewodzacych i co najmniej jcdnc]
‘warstwy rezystywnej umieszczonej pomiedzy tymi warstwami przewodzgcymi.

Dlugosé rezystora 1 jest odwrotnie proporcjonalna do jego rezystancji i jest wyznaczana wedtug
zaleznodci:
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gdze r, i r2 oznaczajg rezystancje jednostkowe warstw zewn¢trznych, ry oznacza rezystancj¢ jednostkowg
warstwy wewngtrznej lub sumy rezystanciji jednostkowych warstw wewngtrznych, | oznacza diugoéé rezy-
§tora, a k jest wspbiczynnikiem mniejszym od jednosci.

Warstwy przewodzce rezystora przedtuzone sa poza korice warstwy rezystywnej w przeciwne jej strony,
stanowigc koiicdwki przylaczeniowe.

Korzystnie, warstwg rezystywna stanowi warstwa tlenké6w metali, z ktérych wykonane s§ warstwy

przewodzace.
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Rezystor wedtug wynalazku, wykazuje nieoczekiwang wlasciwo$¢ odwrotnej proporcjonalnosci wiel-
kosci rezystancji od diugosci rezystora, co ma istotne znaczenie w technice uktadéw mikroelektronicznych.

Przedmiot wy nalazku przedstawiony jest w przykiadzie wykonania na rvsunku, schematycznie ilustrujg-
cvm przekrdj poprzeczny rezystora. Rezystor sktada si¢ zdwu warstw przewodzgcych, gornej 11 dolnej 2 oraz
2 warstwy rezvstvwne] wewngtrznej 3. Przedtuzenia warstw przewodzacych 11 2 poza kraiice warstwy
rezyvstvwnej 3w przecivwne jej strony, stanowig koncowki przytaczeniowe S rezystora. Warstwy przewodzgce
pol4c1onc sq z warstwg rezystywng galwanicznie.

\\.nmww przewodzygee 11 2wykonane s3 zaluminium o grubosci 1500 A. Rezystancje jednostkowe ry=r;
maj4 warto$¢ 0.4 ()/C. Srednia warto$é rezystancji r; warstwy rezystywnej 3 wytworzonej podczas procesu
nakladania na siebie warstw przewodzacych 1i2 ma warto$é 0,04 M)/mm?. Przy dlugosci rezystora 1<4,5
cm wsp6iczynnik k < 0,2, rezystancja rezystora nie zalezy od rezystancji warstw przewodzacych 11 2, jest
natomiast wprost proporcjonalna do rezystancji jednostkowej warstwy tezystywnej 3i odwrotnie proporcjo-

“nalna do dhugosci 1 rezystora. Dla dtugosci 1 = 2 cm, rezystancja rezystora wynosi 2k, dla dlugosci 1=0,2
cm, rezystancja rezvstora wynosi 20k

Zastrzezenia patentowe

1. Wiclowarstwowy rezystor, zwlaszcza dla uktadéw mikroelektronicznych, zlozony z dwéch warstw
przewodzacych dolnej i gbrnej oraz z co najmniej jednej warstwy rezystywnej o rezystancji znacznie wigkszej
od warstw przewodzacych dolnej i gérnej, znamienny tym, ze warstwy rezystywne (3) o rezystancji r; sg
umieszczone mi¢dzy gorng warstwg przewodzacg (1) o rezystancji jednostkowej warstwy przewodzacejr, a
dolng warstwg przewodzaca (2) o rezystancji jednostkowej warstwy przewodzacej r; przy czym diugosé (1)
warstw rezystywnych (3) jest okreslona zalezno$cia:
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gdzie k jest wspotczynnikiem mniejszym od jednos$ci, a ponadto warstwy przewodzace (1, 2) wystaja w
przeciwne jej strony poza korice warstw rezystywnych (3) i stanowia koiicowki przylaczeniowe (S).

2. Rezystor wedlug zastrz. 1, zmamienny tym, ze warstw¢ rezystywnga (3) stanowi warstwa tlenkow metali,
z ktdrych sa wykonane warstwy przewodzace (1, 2). -
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